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諸言 

Ga2O3 はパワー半導体用の材料として研究

が進められている．その薄膜作製には主にミス

ト CVD 法 1)により行われているが，スパッタ

法による薄膜作製も試みられている 2)．我々は

rfスパッタ法によりGa2O3薄膜の作製を試みて

いる 3)．本研究では，Ga の液体ターゲットを

用いて，rf スパッタ法により薄膜の作製を行っ

た結果について報告する． 

実験 
 Ga2O3薄膜の作製は，液体Gaを用い，Ar＋O2

混合ガスを用いてrfスパッタ法により行った．

基板にはサファイアを用い，基板温度は無加熱

から850度（ヒーター設定値）とした． 

結果と考察 
図1に成膜中の酸素濃度と成膜速度の関係を

示す．酸素濃度を上げていくと成膜速度は低下

する傾向となった．これは液体Gaの表面が酸

化され，オキサイドモードになっていると考え

られる．図2には50%O2で成膜したサファイア

基板上に基板温度を変化させて作製した

Ga2O3薄膜のX線回析パターンを示す．基板温

度を上げるにつれて，β-Ga₂O₃の(2̅01)とその高

次のピークが見られ，ピークがシャープになっ

ている．図3に基板温度850度で形成した膜のΦ

スキャンを示す．これはβ-Ga₂O₃がサファイア

基板上にエピタキシャル成長していることを

示している．以上のように，液体Gaをターゲ

ットにして反応性スパッタすることにより，

β-Ga₂O₃薄膜をサファイア基板上にエピタキシ

ャル成長することができた．スパッタ法は汎用

性が高いため応用展開が期待される． 
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Fig1. Oxygen gas flow rate vs deposition rate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig2. X-ray diffraction patterns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig3. XRD Φ-scan of (204) peak of Ga2O3 film. 

20 40 60 80

▼ ▼Spphire c−plane

 30℃

260℃

460℃

650℃

850℃

(201)

(402) (603)

2θ(deg.)

－

－ －

▼

0 20 40 60 80 100
0

10

20

30

40

50

Frow Rate O2/(Ar+O2) (%)
D

e
p

o
s
it
io

n
 R

a
te

 (
n

m
/m

in
)

Ga2O3 Films

TS=850℃

PRF=150W

Fr=25sccm

第85回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2024 朱鷺メッセほか2会場＆オンライン)20a-B3-8 

© 2024年 応用物理学会 05-223 6.3


